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Abstract 



The invention relates to a semiconductor arrangement for current control, comprising an n-tvpe first 
semiconductor region (2) with a first surface (20), a p-type covered island region (3) within the f sT 
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® 



Der Halbloitcraufbau zur Stromsteuerung enthalt ein 
n-leitendes erstes Halbleitergebiet (2) mit einer ersten 
Oberflache (20), ein innerhalb des ersten Halbleiterge- 
biets (2) vergrabenes p-ieitendes Inselgebiet (3) mit einer 
zweiten Oberflache (80), ein n-leitendes Kontaktgebiet (5), 
das an der zweiten Oberflache (80) innerhalb des Inselge- 
biets (3) angeordnet ist, und ein zwischen erster und zwei- 
ter Oberflache (20 bzw. 80) alsTeil des erstei>Halbleiter- 
gebiets (2) ausgebildetes laterales Kanalgebiet (22). Letz- 
teres ist Teil eines Strompfads vom oder zum Kontaktge- 
biet (5). Der Strom (I) ist innerhalb des lateralen Kanalge- 
biets (22) durch wenigstens eine Verarmungszone (23, 24) 
beeinflussbar. Ein lateraler Rand (221) des lateralen Ka- 
nalgebiets (22) reicht bis an das Kontaktgebiet (5) heran. 
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[0001] Die Erfindung betrifft einen Halbleiteraufbau zur 
Steuerung eines Strom fiusses. Der erfindungsgemaBe Halb- 
leiteraufbau umfasst insbesondere ein in einem ersten Halb- 5 
leitergebiet zumindest teilweise vergrabenes InselgebieL 
[0002] Zum Versorgen eines elektrischen Verbrauchers 
mit einem elektrischen Nennstrom wird der Verbraucher ub- 
licherweise Gber ein Schaltgerat an ein elektrisches Versor- 
gungsnetz geschaitet Beim Einschaltvorgang und auch im io 
Falle eines Kurzschlusses tritt ein Uberstrom auf, der deut- 
lich uber dem Nennstrom liegt. Zum Schutz des elektrischen 
Verbrauchers muss das zwischen den \ferbraucher und das 
elektrische Netz geschaltete Schaltgerat diesen Uberstrom 
begrenzen und auch abschalten konnen. Fur diese Funktion 15 
sind strombegrenzende Schalter in Form eines Halbleiter- 
aufbaus bekannt 

[0003] Aus . der US 6,034,385 sowic aus der 
WO 00/16403 A 1 ist ein solcher Halbleiteraufbau bekannt, 
in dem ein Stromfluss zwischen einer ersten und einer zwei- 20 
ten Elektrode gesteuert wird. Insbesondere wird der Strom 
ein- und ausgeschaltet oder auf einen maximalen Wert be- 
grenzt. Der aklive Teil des Halbleiteraufbaus besteht aus ei- 
• nem ersten Halbleitergebiet eines vorgegebenen Leitungs- 
typs, insbesondere des n-Leilungstyps. Zur Slrowsteuerung 25 
ist innerhalb des ersten Halbleitergebiets mindestens ein la- 
terals Kanalgebiet vorgesehen. Unter lateral wird hierbei 
eine Richtung parallel zu einer Oberflache des ersten Halb- 
leitergebiets verstanden. Vertikal wird dagegen eine senk- 
recht zur Oberflache verlaufende Richtung bezeichnet. Das 30 
laterale Kanalgebiet wird durch mindestens einen p-n-Bber- 
gang, insbesondere durch die Verarmungszone (Zone mit 
Verarmung an Ladungstragern und damit hohem elektri- 
schen Widerstand; Raumladungszone) dieses p-n-Uber- 
gangs, in vertikaler Richtung begrenzt Die vertikale Aus- 35 
dehnung dieser Verarmungszone kann unter anderem durch 
eine Steuerspannung eingesteltt werden. Der p-n-Ubergang 
ist zwischen dem ersten Halbleitergebiet und einem vergra- 
benen p-leitenden Inselgebiet gebildeL Das vergrabene In- 
selgebiet ubentimmt die Abschirmung der ersten Elektrode 40 
gegeniiber dem hohen elektrischen Feld in Sperrrichujng 
oder im ausgeschalteten Zustand. Bei speziellen Ausfiih- 
rungsformen kann das Kanalgebiet auch durch eine weitere 
Verarmungszone in vertikaler Richtung begrenzt werden. 
Diese weitere Verarmungszone wird beispielsweise durch 45 
einen weiteren p-n-Obergang zwischen einem zweiten p-lei- 
tenden Halbleitergebiet und dem ersten n-leitenden Halblei- 
tergebiet hervorgerufen. Je nach Ausfiihrungsform kann 
sich bei dem bekannten Halbleiteraufbau ein relativ hoher 
Durchlasswiderstand ergeben. AuBerdem ist zur exakten 50 
Einstellung der lateralen Abmessung des Kanalgebiets so- 
wie zur genauen lateralen Positionierung des Kanalgebiets 
innerhalb des Halbleiteraufbaus eine sehr exakt aufeinander 
bezogene Posiuonierung der einzelnen Halbleitergebiete er- 
forderlich. Dieser bone Justageaufwand ist insbesondere fur 55 
das vergrabene p-leitende Inselgebiet und das zweite p-lei- 
tende Halbleitergebiet notwendig. 

[0004] Ein ahnlicher Halbleiteraufbau wird in der 
DE 196 29 088 A 1 beschrieben. Folglich hat auch dieser 
Halbleiteraufbau einen relativ hohen Durchlasswiderstand, 60 
und es sind wiederum hohe Anforderungen an die Justage- 
genauigkeii zu erfullen. 

[0005] Weiterhin wird mit der US 5,543,637 ein Halblei- 
teraufbau offenbart, der ein erstes Halbleitergebiet eines er- 
sten Lcitungstyps mit cincm vergrabenen Inselgebiet cincs 65 
zum ersten entgegengesetzten Leitungstyps sowie zwei 
Elektroden und einer Steuerelektrode umfasst Die durch die 
Steuerelektrode und das vergrabene Inselgebiet hervorgeru- 



fenen jeweiligen Verarmungszonen bilden wieder ein Ka- 
nalgebiet, in dem ein zwischen den beiden Hektroden flie- 
6ender Strom gesteuert wird. Die Steuerelektrode ist entwe- 
der als Schottky-Kontakt oder als MOS-Kontakt ausgefuhrt 
Als Halbleitermaterial wird 3C-, 6Hoder4H-Siliciumcarbid 
verwendet Auch dieser Halbleiteraufbau weist einen relativ 
hohen Durchlasswiderstand auf und erfordert eine hohe Pra- 
zision bei der Justiening der einzelnen Halbleitergebiete. 
[0006] Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zu Grunde, 
einen Halbleiteraufbau zur Stromsteuerung anzugeben, die 
einen niedrigen Durchlasswiderstand aufweist Gleichzeiug 
soli der fur die lokale Definition des Kanalgebiets erforder- 
liche Justageaufwand gegenuber dem Stand der Technik 
verbessert werden. 

[0007] Zur Losung dieser Aufgabe wird ein Halbleiterauf- 
bau entsprechend den Merkmalen des unabhangigen Patent- 
anspruchs 1 angegeben: 

[0008] Bei der crfindungsgcmaBcn Halbleiteraufbau zur 
Steuerung eines Strorns handelt es sich um einen Aufbau, 
welcher 

a) ein erstes Halbleitergebiet eines ersten Leitungstyps 
(n oder p) mit einer ersten Oberflache, 

b) ein innerhalb des ersten Halbleitergebiets zumin- 
dest leilweise vergrabenes Inselgebiet eines zweiten 
gegenuber dem ersten Leitungstyp entgegengesetzten 
Leitungstyps (p oder n) mit einer der ersten Oberflache 
zugewandten zweiten Oberflache, 

c) ein Kontaktgebiet des ersten Leitungstyps (n oder 
p), das an der zweiten Oberflache innerhalb des Insel- 
gebiets angeordnet ist, und 

d) ein zwischen erster und zweiter Oberflache als Teil 
des ersten Halbleitergebiets ausgebildetes laterales Ka- 
nalgebiet, 

dl) das seinerseits Teil eines Strompfads vom 
oder zum Kontaktgebiet ist, 
d2) innerhalb dessen der Strom durch wenigstens 
eine Verarmungszone beeinflussbar ist, und 
d3) dessen einer lateraler Rand bis an das Kon- 
taktgebiet heranreicht, umfasst. 



[0009] Die Erfindung beruht dabei auf der Erkenntnis, 
dass der bei dem bekannten Halbleiteraufbau zu beobach- 
tende relativ hohe Durchlasswiderstand insbesondere durch 
einen sogenannten Vorkanal hervorgerufen wird. Dieser 
Vorkanal befindet sich zwischen dem eigentlichen lateralen 
Kanalgebiet und dem Kontaktgebiet innerhalb des ersten 
Halbleitergebiets. Da das erste Halbleitergebiet iiblicher- 
weise einen groBen Teil der in Sperrrichtung oder im ausge- 
schalteten Zustand anfallendeo Spannnng aufzunehmen hat, 
weist es norrnalerweise eine relativ niedrige Dotierungsrate 
auf. Dies hat jedoch eine vergleichsweise niedrige elektri- 
sche Leitfahigkeit zur Folge. Der im Durchlasszustand ge- 
fuhrte elektrische Strom erfahrt deshalb einen umso grofie- 
ren elektrischen Widerstand, je langer sein Strompfad durch 
das erste Halbleitergebiet ist Durch die Anordnung des 
Kontaktgebi as innerhalb des vergrabenen Inselgebiets tritt 
ein aus dem Kontaktgebiet herausflieBender elektrischer 
Strom unmittelbar in das fur die Stromsteuerung maBgebli- 
che laterale Kanalgebiet ein. Ein fur die eigentliche Strom- 
steuerung unerheblicher Vorkanal, der ansonsten zu einer 
unerwunschten Anhebung des Durchlasswiderstands fuhren 
wiirde, ergibt sich bei dieser besonderen Anordnung des 
Kontaktgebi ets nicht. Damit liegt der insgesamt resulue- 
rende Durchlasswiderstand dcutlich unter dem des bekann- 
ten Halbleiteraufbaus. 

[0010] Das laterale Kanalgebiet wird sowohl in seiner la- 
teralen Abmessung als auch in seiner lateralen Position in- 
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nerhalb des Halbleiteraufbaus ira Wesentlichen durch die 
Lagc des Kontaktgebiets innerhalb des vergrabenen Inselge- 
biets bestimmt Es wurde erkannt, dass sich das urspriing- 
lich fur einen MOSFRT konzipierte Stnikmrierungsverfah- 
ren der WO 99/07011 A 1 mit Vorteil auch fur die Definition 5 
des lateralen Kanalgebiets des Halbleiteraufbaus verwenden 
lasst Giinstig wirki sich hierbei insbesondere aus, dass das 
Kontaktgebiet und das Inselgebiet, die die Abmessung und 
die Lage des laieralen Kanalgebiets bestimmen, in der glei- 
chen Epitaxieschicht angeordnet sind. Dagegen befinden to 
sich bei dem bekannten Halbleiteraufbau die das laterale 
Kanalgebiet definierenden Strukturen in mindestens zwei 
verschiedenen Epitaxieschichten. Dadurch kann zwischen 
zwei fur die Strukturdefiniiion erforderlichen Lithographie- 
schritten insbesondere ein Epitaxiewachstuni stattfinden, 15 
wodurch eine hochgenaue Justierung der Liihographie- 
schriue in Bezug zueinander erheblich erschwert wird. 
Durch die Einbcttung des Kontaktgebiets in das Insclgcbict 
erfolgt die fur das laterale Kanalgebiet wesentliche Struktu- 
rierung bei dem Halbleiteraufbau innerhalb einer einzigen 20 
Epitaxieschicht und damit sowohl mit geringerem Aufwand 
als auch mit einer sehr hohen Prazision. 
1 0011] Vorteilhafte Ausgestaltungen des Halbleiterauf- 
baus gemaB der Erfindung ergeben sich aus den vom An- 
spruch 1 abhangigen AnsprUehen. 25 
[0012] In einer vorteilhafien Ausfuhrungsform werden 
das Inselgebiet und das Kontaktgebiet mittels einer ersten 
Elcktrode kurzgeschlossen. Dazu ist in dem ersten Halblei- 
tergebiet ein Koniaktloch vorgesehen, das sich ausgehend 
von der ersten Oberflache bis mindestens zur zweiten Ober- 30 
flache erstreckt. Es konnen auch mehrere Kontaktlocher 
vorhanden sein, um eine sicherere Kontaktierung zu ge- 
wilirleisten. Das mindestens eine Kontaktloch ist dabei so 
platziert dass sowohl von dem Inselgebiet als auch von dem 
Kontaktgebiet jeweils ein Teil fur eine Kontaktierung zu- 35 
ganglich ist Die in dem mindestens einen Kontaktloch vor- 
gesehene erste Elektrode kontaktien beide Gebiete ohmsch. 
Durch die eleki risen leitende Vcrbindung (= Kurzschluss) 
zwischen dem Kontaktgebiet und dem Inselgebiet wird eine 
sich ansonsten zwischen diesen beiden Gebieten ausbil- 40 
dende Kapazitat praktisch eliniinien oder zumindest sehr 
stark reduziert. Dadurch lasst sich der Halbleiteraufbau als 
sehr schneller Schalter einsetzen. 

[0013] Eine weitere vorteilhafte Variante des Halbleiter- 
aufbaus ist dadurch gekennzeichnet, dass das Inselgebiet in 45 
dem an das laterale Kanalgebiet angrenzenden Bereich eine" 
Erhebung aufweist. Diese Erhebung lasst sich beispiels- 
weise durch eine kurze Tiefatzung des Kontaktgebiets und 
auch des Inselgebiets im nicht an das laterale Kanalgebiet 
angrenzenden Bereich erreichen. Dadurch dass cfie zweite 50 
Oberflache im Bereich des Kontaktgebiets gegenuber dem 
an das Kanalgebiet angrenzenden Bereich des Inselgebiets 
zuriickversetzt ist, erhoht sich die Betriebssicherheit des 
Halbleiteraufbaus. Das laterale Kanalgebiet wird dann si- 
cher durch die beteiligten Verarmungszonen abgeschniirt, 55 
ehe es zu einem moglichen Durchgriff auf das Kontaktge- 
biet kommen kann. 

[0014] In einer bevorzugten Ausfuhrungsform ist das late- 
rale Kanalgebiet in vertikaler Richtung zwischen einer er- 
sten und einer zweiten Verarmungszone angeordnet Die er- 60 
ste Verarmungszone befindet sich auf einer der ersten Ober- 
flache zugewandten Seite des lateralen Kanalgebiets und die 
zweite Verarmungszone auf der dem Inselgebiet zugewan- 
deten Seite des lateralen Kanalgebiets. Die zweite Verar- 
mungszone ist von cincm p-n-Obcrgang zwischen dem cr- 65 
sten Halbleitergebiet und dem vergrabenen Inselgebiet ge- 
bildeL Je nach Betriebszustand des Halbleiteraufbaus be- 
grenzen die beiden Verarmungszonen das laterale Kanalge- 



biet oder schnuren es komplett ab. Mit einem deranig ausge- 
bildeten lateralen Kanalgebiet erhalt man einen sehr durch- 
* bruchsfesten Halbleiteraufbau. 

[0015] Bevorzugt ist weiterhin eine Ausfuhrungsform, bei 
der sich die erste Verarmungszone und das Kontaktgebiet in 
einer senkrecht zur ersten oder zweiten Oberflache vorge- 
nommenen fiktiven Projektion in eine gemeinsame Ebene 
an ihren lateralen (= seitlichen) Randern iiberlappen. Das la- 
terale Kanalgebiet reicht dann unmittelbar bis an das in das 
Inselgebiet eingebettete Kontaktgebiet heran. Ein durch die 
Verarmungszonen nicht steuerbarer Vorkanal, , der den 
Durchlasswiderstand erhohen wurde, bildet sich dann nicht 
aus. . " 

[0016] Die erste Verarmungszone ist bei einer Ausfuh- 
rungsform die eines Schottky-Kontakts. Der Schottky-Kon- 
takt kann dabei insbesondere auch mit der ersten Elektrode 
und einem an der ersten Oberflache liegenden Bereich des 
ersten Halblcitcrgcbicts gcbildct scin. Die crstc Elektrode 
erstreckt sich dann iiber den oberen Rand des Kontaktlochs 
bis zu dem betrefFenden Bereich der ersten Oberflache. Der 
Schottky-Kontakt kann aber auch durch eine zusatzliche 
Steuerelektrode, an die eine Steuerspannung anlegbar ist, 
und dem an der ersten Oberflache liegenden Bereich des er- 
sten Halbleitergebiets gebildet sein. In diesem Fall sind die 
erste Elektrode und die Steuerelektrode eleklriscb voneinan- 
der isoliert. Das erste Halbleitergebiet kann im Bereich des 
Schottky-Kontakts eine geeignete, von dem Cibrigen ersten 
Halbleitergebiet abweichende Dotierung aufweisen. 
[0017] Bei einer anderen Ausfuhrungsform ist das laterale 
, Kanalgebiet von wenigstens einer ersten Verarmungszone, 
die durch einen MIS(Metal Isolator Semiconductor)-Kon- 
takt insbesondere durch einen MOS(Metal Oxide Semicon- 
ductor)- Kontakt hervorgerufen wird, begrenzt oder abge- 
schniirt Unter einem MIS-Kontakt ist hierbei ein an der er- 
sten Oberflache des Halbleitergebiets angeordneter Schicht- 
aufbau aus einer Isolationsschicht und einer dariiber liegen- 
den Steuerelektrode zu verstehen. Vorzugsweise handelt es 
sich bei der Isolationsschicht um eine Oxidschicht 
[0018] In einer besonders vorteilhafien Ausgestaltung ist 
die erste Verarmungszone, die das laterale Kanalgebiet in 
vertikaler Richtung begrenzt, die Verarmungszone eines p- 
n-Ubergangs, der sich zwischen dem ersten Halbleitergebiet 
und einem zweiten Halbleitergebiet befindet. Das zweite 
Halbleitergebiet ist an der ersten Oberflache innerhalb des 
ersten Halbleitergebiets angeordnet. Es hat den gegenuber 
dem Leitungstyp des ersten Halbleitergebiets entgegenge- 
setzten Leitungstyp. 

[0019] Eine erste Variante der Ausgestaltung mit dem 
zweiten Halbleitergebiet zeichnet sich dadurch aus, dass ein 
Ladungsspeichereffekt in dem zweiten Halbleitergebiet aus- 
genutzt wird. Dies wird erreicht durch elektrisches Isolieren 
des zweiten Halbleitergebiets an der ersten Oberflache mit 
einer Isolationsschicht vorzugsweise mit einer Oxidschicht 
Die Ladungsspeicherung im zweiten Halbleitergebiet be- 
wirkt, dass nach Eintritt der Abschnurung des Kanalgebiets 
bei Anliegen einer besrimmten Betriebsspannung die Ab- 
schnurung auch dann zunachst noch anhalt, wenn die Be- 
triebsspannung abnirnmt Dadurch wird ein akzeptabler Be- 
grenzungsstrom (Sperrstrom) iiber eine vorgegebene Be- 
grenzungszeit (Sperrzeit) im Wesentlichen beibehalten. Mit 
dieser Variante kann ein passiver Strombegrenzer realisiert 
werden, bei dem das laterale Kanalgebiet normalerweise ge- 
offnet ist und erst durch einen von einem groBen Strom her- 
vorgerufenen Spannungsabfall abgeschntin wird 
[0020] In cincr zweiten Variante wird das zweite Halblei- 
tergebiet mit einer Steuerelektrode ohmsch kontaktiert. 
Durch Anlegen einer Steuerspannung an diese Steuerelek- 
trode kann die'Ausdehnung der ersten Verarmungszone und 
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damit der elektrische Widerstand des lateralen Kanalgebiets 
gesteuert wcrden. In dieser zweiten Van ante kann das Ka- 
nalgebiet auch bereits im spannurigsfreien Zu stand abge- 
schnurt (= normally off) und erst durch Anlegen einer Steu- 
erspannung geoffneC d. h. erzeugt, werden. Mil diesem 5 
steuerbaren Halbleiteraufbau kann ein aktiver Strombegren- 
zer realisiert werden. 

[0021] Die erste Elektrode und die Steuerelektrode kon- 
nen elektrisch voneinander isoliert sein. Andererseits ist es 
auch moglich, mil der ersten Elektrode nebcn deni Kontakt- 10 
gebiet und dem Inselgebiet auch das zweite Halbieitergebiet 
an der ersten Oberfiache ohmsch zu kontaktieren. Das Kon- 
taktgebiet ist dann auch mit dem zweiten Halbieitergebiet 
elektrisch kurzgeschlossen. Die erste Elektrode und die 
Steuerelektrode biiden in diesem Fall eine gemeinsame is 
Elektrode. 

[0022] In einer vorteilhaften Ausgestaltung besteht der 
Halbleiteraufbau tcilwcisc odcr auch komplctt aus cineni 
Halbleitermaterial, das einen Bandabstand von wenigstens 
2 e V aufweist Insbesondere wenn ein Ladungsspeicheref- 20 
fekt ausgenutzt wird, ist ein Halbleitermaterial mil so hohern 
Bandabstand vorteilhaft. Geeignete Halbleitermaterialien 
sind beispielsweise Diamant, Galliumnitrit (GaN), Indium- 
phosphit (InP) oder vorzugsweise Siliciumcarbid (SiC). Auf 
Grund der extrem niedrigen inlrinsische L-adungslragerkon- 25 
zentration (= Ladungstragerkonzentration ohne Dotierung) 
und des sehr geringen Durchlassverlusts sind die gen an men 
Halbleitermaterialien, insbesondere SiC, sehr . vorteilhaft. 
Die niedrige intrinsische Ladungstragerkonzentrauon be- 
giinstigt eine Ladungsspeicherung. Die genannten Halblei- 30 
termateri alien weisen auBerdem im Vergleich zu dem "Uni- 
' versalhalbleiter" Silicium eine deutlich hohere Durch- 
bruchsfestigkeit auf, so dass der Halbleiteraufbau bei einer 
hoheren Spannurig eingesetzt werden kann. Das bevorzugte 
Halbleitermaterial ist Siliciumcarbid, insbesondere einkri- 35 
stallines Siliciumcarbid vom 3C- oder 4H- oder 6H- oder 
15R-Polytyp. 

[0023] Gunsug ist eine Ausgestaltung, bei der ein zusatz- 
licher p-n-Obergang zwischen dem ersten Halbleiter-Gebiet 
und einer zweiten Elektrode, die insbesondere auf einer der 40 
ersten Oberfiache gegeniiberliegenden Seite des ersten 
Halblei tergebiets angeordnet ist, vorgesehen ist. Durch die- 
sen zusatzlichen p-n-Ubergang kann der Halbleiteraufbau 
bei einer hoheren (Sperr-)Spannung betrieben werden. 
[0024] Bevorzugte Ausfiihrungsbeispiele werden nun- 45 
mehr anhand der Zeichhung naher erlauterL Zur Verdeutli- 
chung ist die Zeichnung nicht maBstablich ausgefiihrt, und 
gewisse Merkmale sind schematisiert dargestellL Im Einzel- 
nen zeigen: 

[0025] Fig, 1 und Fig. 2 einen Halbleiteraufbau mit einem 50 
innerhalb eines vergrabenen Inselgebietes angeordneten 
Kontaktgebiet und einem lateralen Kanalgebiet und 
[0026] Fig. 3 bis Fig. 6 Ausfiihrungsbeispiele zur Steue- 
rung des Kanalgebiets des Halbleiteraufbaus von Fig. 1 . 
[0027] Einander entsprechende Teiie sind in den Fig. 1 bis 55 
6 mit denselben Bezugszeichen versehen. 
[0028] In Fig. 1 ist ein Halbleiteraufbau 100 zur Steue- 
rung eines Stroms I in Form eines vertikalen Sperrschicht- 
feldeffekt-Transistors (JFET) dargestellL Die in Fig. 1 ge- 
zeigte Halbleitervorrichtung ist lediglich eine Halbzelle. 60 
' Durch Spiegelung an dem rechten Rand der Halbzelle erhalt 
man eine komplette Zelle. Eine Mehrzellenstruktur ergibt 
sich entsprechend durch mehrfache Spiegelung. 
[0029] Der aktive Teil, in dem die Stromsteuerung im We- 
scntlichcn stattfindct, ist in einem n-lcitcndcn (Elcktroncn- 65 
leitung) ersten Halbieitergebiet 2 enthalten. Innerhalb des 
ersten Halbleitergebiets 2 ist ein p-leitendes (Locherleitiing) 
vergrabenes Inselgebiet 3 angeordneL Das erste Halbleiter- 
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gebiet 2 weist eine erste Oberfiache 20, das vergrabene In- 
selgebiet 3 eine zweite Oberfiache 80 auf. Beide Oberfla- 
chen 20 und 80 laufen im Wesentlichen parallel zueinander. 
Das erste Halbieitergebiet 2 setzt sich im Ausfuhrungshei- 
spiel von Fig. 1 aus einem Substrat 27 und zwei darauf an- 
geordneten, epitaktisch aufgewachsenen Halbleiterschich- 
ten 261 und 262 zusammen. Die erste und die zweite Halb- 
leiterschicht 261 bzw. 262 sind niedriger douert (n) als das 
Substrat 27 (n*). 

[0030] An der zweiten Oberfiache 80 ist ein innerhalb des 
Inselgebiets 3 eingebettetes n-leitendes Kontaktgebiet 5 vor- 
gesehen. Es ist hoher dotiert (n + ) als die beiden Halbleiter- 
schichten 261 und 262. Das Inselgebiet 3 erstreckt sich in al- 
ien Richtungen parallel zur ersten Oberfiache 20 weiter als 
das Kontaktgebiet 5. 

[0031] Als Halbleitermaterial kommt in dem Halbleiter- 
aufbau 100 Siliciumcarbid zum Einsatz. Es eignet sich ins- 
besondere bei hohen Spannungcn auf Grund seiner spczifi- 
schen Materialeigenschaften besonders gut, Bevorzugte Do- 
tierstoffe sind Bor und Aluminium fiir eine p-Dotierung so- 
wie Stickstoff und Phosphor fur eine n-Dotierung. Die Do- 
tierstoffkonzentration des Kontaktgebiets 5 liegt typischer- 
weise zwischen 1 x 10 19 cm" 3 und 1 x 10 20 cm"* und die des 
ersten Halbleitergebiets 2 typischerweise bei hochstens 2 x 
10 16 cm* 3 . Das Zeiuhen "x" wird hier als Muliiplikalions- 
symbol verwendet. 

[0032] Vorzugsweise werden das vergrabene Inselgebiet 3 
und das darin eingebettete Kontaktgebiet 5 nach Aufbringen 
der ersten Halbleiterschicht 261 hergestellt. Dabei kann ins- 
besondere die in der WO 99/07011 Al beschriebene selbst- 
justierende Maskierungstechnik eingesetzt werden. Das In- 
selgebiet 3 und das Kontaktgebiet 5 werden demgemaB mit- 
tels zweier Maskierungsschritte und einer entsprechenden 
Ionenimplantation von n- und p-Dotierstoffteilchen in die 
zweite Oberfiache 80 erzeugt Danach wird in einem zwei- 
ten epitaktischen Wachstumsschritt die zweite Halbleiter- 
schicht 262 aufgebracht. Mit der (selbstjustierenden) Her- 
stellung des vergrabenen Inselgebiets 3 und des Kontaktge- 
biets 5 sind bereits in einem relativ friihen Stadium des Her- 
stellungsprozesses alle Prozessschritte mit einer hohen An- 
forderung an die Justiergenauigkeit abgearbeitet. Alle fol- 
genden Prozessschritte sind in dieser Hinsicht unkritisch. 
[0033] Innerhalb der zweiten Halbleiterschicht 262 ist ein 
Kontaktloch 70 vorgesehen, das sich in vertikaler Richtung 
bis zu der zweiten Oberfiache 80 des vergrabenen Inselge- 
biets 3 erstreckt Das Kontaktloch 70 legt sowohl einen Teil 
des vergrabenen Inselgebiets 3 als auch einen Teil des Kon- 
taktgebiets 5 frei, so dass beide Gebiete3 und 5 mittels einer 
ersten Elektrode 50 aus einem elektrisch leitenden Material 
ohmsch kontaktiert werden 'konnen. Das kontaktgebiet 5 
und das Inselgebiet 3 sind durch die erste Elektrode 50 kurz 
geschlossen. Als Material fiir die erste Elektrode 50 kommt 
Polysilicium oder ein Metall, vorzugsweise Nickel, Alumi- 
nium, Tantal, Titan oder Wolfram, in Frage. Das Kontakt- 
loch 70 wird beispielsweise mittels eines Trockenatzprozes- 
ses hergestellt. Um Schwankungen in der Atztiefe auszu- 
gleichen, konnen gemaB einer nicht dargestellten Ausfuh- 
rungsform auch mehrere Kontaktlocher 70, die dann jeweils 
einen kleineren Durchmesser aufweisen, vorgesehen sein. 
[0034] Auf einer von der ersten Oberfiache 20 abgewand- 
ten Seite des ersten Halbleitergebiets 2 ist eine zweite Elek- 
trode 60 vorgesehen. Die Zu- und Ableitung des durch den 
Halbleiteraufbau 100 flieBenden Stroms I erfolgt mittels bei- 
der Elektroden 50 und 60. Auf Grund des im Wesentlichen 
vertikalen, d. h. senkrecht zur ersten Oberfiache 20 gcrichlc- 
ten Stromflusses wird auch der Halbleiteraufbau 100 als ver- 
tikal bezeichneL 

[0035] Seitlich (= lateral) neben dem Kontaktloch 70 ist 
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eine an die erste Oberflache 20 angrenzende ersie Verar- 
"«™ * ^rdnet, innerhalb des «£, 

ILn R m? C , b % fiDdet WeitCrhin ist zwiscb » den, er 

e n p-n-Ubergang vorhanden, dessen Verannungszone hier 
als zweite Verarmungszone 23 bezeichnet wird. ttTzwe Z 
Verannungszone 23 umgibt das gesamte vergrabene™ 
2?E2£ST S ' Ch di ^ bCiden V< ™ n S~ ^und 



8 



* in Pig. , r^^a^^TSd'S .0 



. ° ^^cicicnnet. Uic erste und die 

zweite Verannungszone 24 bzw. 23 begrenzen in vertkaler 

''T*" ^ al8ebiet 22 das --rhVbdefe" 
sten Halbtatergehets 2 liegt und Tei] des Strompfads zwi- 
schen tow. und der zweiten Hektrode 50 bzw 60™ 
D.e erste Verarmungszone 24 und das vergrabene Inselge-' 
het 3 and so angeordnet, dass sich die beiden Verarmunis 
zonen 23 und 24 in einer Projection auf die «*K 
20 M Aim scithchcn Randcrn iibcrlappcn. Das latcralc Ka- 

J" b ^ raler Richtun g ist das laterale Kanalgebiet22 

nen ZnfSZT***** ? ° Seite duTch * 

nen Rand 221 begrenzt. Dieser Rand 221 wird durch eine 
senlctecht zur ersten Oder zweiten OberiuSteM ozw Z 



dehnung) des lateralen Kanalgebiets 22 bei einem aus Siliri 
umcartnd hergestellten Halbleiteraufbau lOO'S t' 
J?;? .^'"•Vorzugsweise is, das laterale tofiifi 
moglic s , kur7 . ausgebildet. Dann ergibt sich ein 

kate I u ^r ta ^ aU ^ geringem Hattbechrf. Die £ti- 
suti tvof^"" 2 hegt lm s P annun ^" ""d stromfreien S- 
stand typischerweise zwischen 0.1 um und 1 urn Die \ferar 
mungszonen 23 und 24 sind durch eine starke "verarmung™" 

«„ d r f l^. gem 8 ekennzei =hn« und weisen damit einen^ w^ 
senthch hoheren e letoriu-h... nr. a. _, , . . neD we 



• ., . "iucrsiana aur, als das von ih. 

nen « verukaler. Richtung begrenzte latere Kanjgebf et 
nen ^ Ausdeht "»g der beiden ^rarmungsz^. 

nW "it?' Insbes ° nd *™ *e in verUkaler Richtung 

» zszssszr der hemchenden sw - v 

S h?" « ateral£ Kanal S ebiet 22 besUmmt dami, maB- 
gebhch das (S. eU erungs-)Verhalten des gesamten HalMd 
fcraufbaus 100. Bci cincr Ausbildung 1 Strombcgrcnzcr 

20 Durchlassnchtung (= \brwartsrichtung) von dem zwTscLn 

sfrnicr l elektnschen Strom I ab; Mil steigender 

„„, £weuen uoerngcne 20 b Vn^Sl WaChSt aUf Grund des Bahnwiderstands der 

vorgenonuneneProjekdondesKon^ebietsSin das^rr 25 ^^"WWB^Wl zwischen den Elektroden 50 und 

Hdble 1 tergeb,et2 gebildet Die als untere vertiJe B^en Su^^ < ;T l . VelSrti6erUn « ^ VerannungsLnen 

zung dienende zweite Verannungszone 23 erstreckt rich Cwh , ^ f f ° l8bch Zu einer rnit einer entsprelhenden 

nan^chabderSteUe.anderdasstokn^otierTSalTe Wderstandserhehung verbundenen Vferminder^g der 

bie, 5 .nnerhalb des Inselgebiets 3 angeordnet n,° hS STT*^ QueM «^* ™ ^ralen Kanafgebt 

^^^^^^S S H Kanalabschniirung kann auci, er- 

biets 3 best.mmt Der in Fig. 1 nicht naher bezeichnet « 2 u ,Z? ^ en ' mdem e,ne eDts P«<=he n de Steuerspahnung an 

zweue laterale Rand des lateralen Kanalgebieu ^"dT m^rt 1 ^ 3 " 100 

gegen durch die laterale Abmessung des InseLweTs be " n w^? S J £»* W zwis =»en der ersten und der zwei- 

™™« toMitl ™ ,lele ' 2«« sichCctd^Tn wiw v 6 «° J**" 60 UII,fasst in VorwartsrichuYng Z 

der WO 99/07011 Al beschriebene Strukturierungsv^an SSSS"? f Kan ^« 22 cm in. 

ren sehr genau einstellen. Damit ist bei dem Halbleiterauf 40 ™ bleuei ? ebiet 2 angeordnetes venikales Kanalgebiet 21 

bau 100 eine hocheenaue Einst-lluns: d ~TJ!!t ■ S ° Wle eine sich danach anschlieBend^ Dri^o^lii s * 

BjriUon.de, lateralen KanalgebSm^ ™ ^ « d /» - bI , eibC , n , deD M d " "^S^SSrit ^ 

[0037] D» laterale Begrenzung des- 'lateral™ v.n.i "" d dem &ubst rat 27 zusammensetzt. 

durch das Kontaktgebiet 8 5 hat auBerdem ^n %SS^d2 ^ ^' e8en einer Betrieb-p™,™, in RUck . 

der Strom I unmittelbar nach Austreten aus denHaterf^ ^"fhtung erfolgt der Stromfluss dagegen im WesenUi 

Kanalgebiet 22 in das Kontaktgebi* 5 eSSj Ztne ^i ^ r ^ T *f ck * l «W' ^ die'd'urchlTve ^ 

geb.ets 2 zu durchlaufen. Damit entfallr der Wdersiand e . f^" "^"^btets 2 gebilde, ist. Da der Stromfluss aS> 
nes solchen Vorkanals und es ergibt sich inmeian^S^S" T ^ enUlchei ' Ub^r die RUckwartsdiode 9oTnd nic^ 
ngerDurchlasswiderstand. ' med- durch *. .laterale Kanalgebiet 22 erfolgt, ist in Rflckw^S 

1M m S I? 6 } 06 S ^ r ° msleuenjn 8 durch dMfialBfetera^fbau 
IZ ? Em i a ' 2 dCS HaIb ^«eraufbaus 100 in X 

nem Umnchter kann die integrierte RUckwartsdiode 90 die 

™„^ llurac menrzeitigen Halbleiterstruk- S^ ?" ln . e,Dem Umrichter Obbcherweise erforderbche 

VldeD Ha " 5 * eUen gemaB d «» HalbleueSu^ a ^^L^-'^'T 0 Halblei ^ b al.ers nut einer 
100 aufgebaut ist, moglich isu Auch die Reduzierung to aZc "5?, ? rabn S en - F ^ Stromfiihrung in Ruck- 
Verlustleistung durch den Wegfall des Vorkanals Srkfs^ ZT? ^ ^ die Ru <=kwansdiode 90 line groBe 
gunsugbinsichthcheinerErhohimgderPackTn^i^f fromtragfihige Flache. ne groBe 

het 5 sindimBezugzueinander so angeordnet, daWe sfch « f I !, "* VOn dem Ha ""«teraufbau 100 ledigUclTd^- 

•r , ei ner senkrecht zur ers ten Oder zweiten ObtflUhe t Stall?" ^-'^^ S-^ats 27 ein p-khent 

tew. 80 vorgenommenen Projektion in eine gemeinsame H»iM ^. e ™ end « w,rd. Das schwach n-Ieitende erste 

Ebene an .^n Randem ^ ^be ™ u S b h ^ geb |«, 2 - ^ SiCh hier nUr aus deD ^den HaS 

pen Dutch d.ese letztgenannte Uberlappung wird sSt en 261 und 262 zusammensetzt, bildet mil dem 

sfcUt, dass der latcralc Rand 221 u,tsac^cK^tX « ^ ?' r Dde " ( Pi Substral 28 einen p-n-tibe^rg D^ 

an das KonuktgebietSherar^ichtundsichdievomXnd E T„™ is. insbesonderc bcidncm 

beschnebenen VorteUe einsteUen. ^ f "? atz h « elner "°hen Spannung, die beispielsweise min- 

[0040] TVpischerweise betragt die LSnge (laterale Aus- •' ^ ^"^"^ yon'e^ k ^ n^nSJ. 

1UWOJ AuBerdem weist das vergrabene Inselgebief3 im 



(0038] AuBerdem fflhr7 die Anordnung des Kontaktee- 
biets und der damit verbundene Wegfall eines Vorka^ak zt 
einen, reduzierten Platzbedarf, so dis eine hohXku^g S 
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an das laterale Kanalgebiet 22 angrerrzenden Bere.ch eine 
SsStzhche Erhebung 31 auf . Die Erhebung 31 entsteht bei- 
srielsweise durcb einen kurzen T.efatzschnt. nach der Her- 
stetlung des InselgebieLs 3 und des eingehetteten Komalage- 
biets 5 noch vor dem epitakuschen Wachsmn. der zweiten 
Halbleiterschicht 262. Die Tiefatzung ertolgt nor id demBe- 
rXch der zweiten Oberflache 80, die nicht an das latere 
Haibleitergebiet 22 angrenzt, also insbesondere auch im Be- 
reteh des Kontaktgebiets 5. Dutch diese MaBnahme ergibt 
coheres Iclriebsverhalten. Die Abschniirung des 
teteralen Kanalgebieis 22 durch die beiden Verarmungszo- 
nenls Snd 24 erfolg. dann namlich sicher vor einem anson- 
"ten prinzipieU moglichen unerwiinschten D^chgnff der 
Veramiungszone 24 auf das Komaktgeb.et 5. Die MaB- 
nl™, eine Erhebung 31 in dem Inselgebiet 3 vorzuseher, 
"a7st sich ohne Weiteres auch auf den Halbleiteraufbau 100 
von F«. 1 Qbertragen. .. . 

100471 Die vorstchend bcschricbcnc Abschnurung des la- 
eralen Kanalgebieis 22 kann auBer durch den Strommeeha- 
nTmus auch durch eine Sleuerspannung die insbesondere 
die raumliche Ausdehnung der ersten , Verarmungszone 24 
• beeinflusst, erreicht werden. Die Ausfuhrungsbe.sp.ele der 
Ffc. 3 bis 6 beziehen sich auf solche spezieuen Ausgesud- 
.ungen der ersten Verarmungszone 24 zur S.euerung des Ka- 
nalgebieis 22. Die Ausgesul.ungen sind jeweils am Be.spiel 
des HaWeiteraufbaus 100 von Fig. 1 darges.eUt. AUe Aus- 
gestaltungen lassen sich analog auch auf den Halbleiterauf- 

SSS5 1 ^iusSstispie, gemaB F, g 3 wd die 
IrTe Raumladungszone 24 durch einen SchouJcy-Kontato 
hervorgerufen. Itozu befindet sich direkt auf der ersten 
Sine 20 eine Steuerelektrode 40. Durch Anlegenemer 
enlsprechenden Sleuerspannung an die Steuerelektrode 40 
wirTdTe erste Raumladungszone 24 und damn das latere 
Kanalgebiet 22 in seiner venikalen Ausdehnung beemflussL 
,0049] Wenn keine gesonderte Beeinflussung der ersten 
Verarmungszone 24 durch eine Sleuerspannung erforderhch 
.s' kann die Steuerelekirode 40 auch mil der ersten Eiek- 
trode 50 kurzgeschlossen sein. Es ergibt sich dadurch eine m 
Ffc rnicht dargesiellte gemeinsame Eiektrode. Mn einer 
Miglichkeit zur Beeinflussung durch eine exterae Steuer- 
spannung ergibt sich ein akiiver Halb le.'eraujbau 102. Mu 
einer gemeinsamen Elekirode aus Steuerelekirode 40 und 
erster Eiektrode 50 erhalt man dagegen einen passwen 
Halbleiteraufbau 102. Ein geeigne.es Material fur die ge- 
meinsame Eiektrode is. Nickel. „_ ,„» K! „ 
10050] Bei einem weiteren Halble,terauft,au 103 .nachFig. 
4 wird die ersie Verarmungszone 24 durch einen MOS(Me- 
tal Oxide Semiconductor)-Kon.aki hervorgerufen. Dazu be- 
finde,7ich direkt auf der ersten Oberflache 20 eine Isolau- 
ons^chich, 12 in Form einer Oxidschich,. Darauf isl, « 
Steuerelektrode 40 angeordnci. durch die die erste \ferar- 
mungszone 24 wiederum gesieuer. werden kann. 
[0051] In den F.g. 5 und 6 sind dagegen e.n Hal bkiterauf- 
bau 104 bzw. ein Halbleiteraufbau 105 dargestelU, be. denen 
an der ersten Oberflache 20 innerhalb des ersten Halbleiter- 
gebiets 2 ieweils ein zweites Haibleitergebiet 4 angeordnet 
fsu Dieses ha. den gegenuber dem Uitungstyp des ersten 
Halbleitergebiets 2 entgegengeseizten Leitungstyp, also m 
dendSgeleUten Ausfuhrungsbeispielen den pO* nungstyp. 
Es wird ebenfalls vorzugsweise durch Ionenimplantauon er- 
zeugt. Das zweite Haibleitergebiet 4 ist insbesondere siark 
P^otiert (p + ). Zwischen dem ersien HalbleUergebtet 2 und 
d7m zweiTen Halbleiiergebie. 4 is, dann ™ P-n-Uber|^g 
vorhanden, dessen Verarmungszone hicr die crsic Vcrar- 

sich auf der Oberflache 20 eine Schicht, die s.ch durchge- 



hend vom zweiten Haibleitergebiet 4 ^ tan n. te «« 
Eiektrode 50 innerhalb des Kontaktlochs 70 erstreckt. Hier 
bei sind zwei verschiedene Ausfuhrungsformen voneman- 
der zu un.erscheiden. Tn der ersien AusRihrungsfnrm hesteh. 
5 die Schicht aus elektrisch isoUerendem und m der zwe. en 
Ausfuhrungsform aus leitfahigern Material fo beiden Fallen 
ersibt sich ein passiver Halbleiteraufbau 104, der von Au- 
l?n nichr g ezieM»eis P ieUweise durch Anlegen emer Steu- 
erspannung, gesteuert werden kann. \ 
.0 10053] In der ersten Ausfuhrungsform .st auf der ersten 
Oberflache 20 eine Isoladonsschicht 12 angeordnet, die das 
zweite Haibleitergebiet 4 elektrisch isoUert und darmt ein 
AbflieBen von aus dem zweiten Haibleitergebiet 4 in die er- 
ste Verarmungszone 24 diffundierten Ladungen (im darge- 
ts steUten Fall Elektronen) verhindert. Der Leckstrom der Iso- 
lationsschicht 12 sollte mbglicbst gering sein, urn eine gute 
Ladungsspeicherung im zweiten Haibleitergebiet 4 zu ge- 
wahrlcistcn. Eine weitcrc Funktion der Isolauonsschicht 12 
ist die elektrische Isolation des zweiten Halbleitergebiets 4 
30 von der ersten Eiektrode 50. Als Material wtrd furdie^ bola- 
Uonsschicht 12 ein Oxid vorzugsweise ein thermisch ge- 
. waXenls SiUciumdioxid (SiOa) verwendet ^rrm^es 
Si02 weist sehr gute Isolationseigenschafter i auf undlkann 
auf SiC durch Trocken- oder Nassoxidanon bei Temperatu- 

25 rcn uber 1000°C erzeugl werden Hn , We it e r- 
[0054] In der zweiten Ausfuhrungsform des Halbleiter- 
aufbaus 104 von Fig. 5 erstreckt sich die erste fetoode 50 
aucb bis zum zweiten Haibleitergebiet 4 und ***** 
diese ebenfalls ohmsch. Das zweite Halbleitergeb.e 4 und 
30 dasKonulagebietSsowied^vergrabene^selgebietSsind 

dann mittels der ersten Eiektrode SO elektnsch lettend, d. h. 
niederohmig, miteinander verbUDden. 
[0055] Im Gegensatz zu den beiden passiver , (mcht steuer- 
baren) Ausfuhrtngsformen des Halble.teraufbaus 104 ge- 
« maB Fig. 5 ist in Fig. 6 ein aktiver ^teuerbarer) Hdb ei er- 
aufbau 105 dargesteUL Dazu ist auf dem zweiten Haibleiter- 
gebiet 4 eine gesonderte Steuerelektrode 40 vorgesehen^Da, 
mit kann marT durch Anlegen eines Steuerpotenzials an die 
Steuerelektrode 40 die Ausdehnung der ersten Verarmungs- 
40 zone 24 unabhangig von einem an der ersten Hekuode SO 
anstehenden Polenzial verandem. D.e Le.tfah.gkeu des late- 
ralen Kanalgebieis 22 lasst sich folglich in diesem Ausfuh- . 
rungsbeispiel aktiv steuern. . 
[0056] Ein aktiver. d. h. ein durch erne externe Steuer- 
45 spanning beeinfiussbarer Halbleiteraufbau 102, 103 oder 
W5 karTn mil besonderem Vorteil in emer aus der 
DE 196 10 135 CI bekannten Kaskodeschaltung aus einem 
Niederspannungs-Schaltelement mit einem Hocnspan- 
nungs-Schaltellment eingesetzt werden. Der danr . verwen- 
50 dete 8 Halbleiteraufbau 102, 1Q3 oder lOS-budet dabe, das 
Hochspannungs-Schaltelement. Dami. erhal. mar , eine ^Oe- 
samtsctialtung, die sich mit einer nur sehr genngen Steuer 
spannung (in der GroBenordnung einiger \folt) von einem 
s^omfurienden in einen stromsperrenden Zus^nd schaten 
55 lass, und dabei gleichzeiUg die an stehende Be-nebsspan- 
nung im stromspenenden Zustand sjcher aufnehm en kann_ 
Der verwendete aktive Halbleiteraufbau 102 103 oder 105 
ermogUcht ein sehr robustes und insbesondere auch sehr 
schnelles Umschalten von dem Strom le.tenden .n den 
60 Strom sperrendeD Zustand. 



Patentanspriiche 

1. Halbleiteraufbau zur Steuerung eines Siroms © 

65 umfassend T 

a) ein ersies Haibleitergebiet (2) eines ersten Lei- 
tungstvps (n oder p) mit einer ersien Oberflache 
(20), ■ ■ 
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b) ein innerhalb des ersten Halbleitergebiets (2) 
zurrundest teilweise vergrabenes Inselgebiet 3 
ernes zwe,ten gegeniiber dem ersten Leitungstyp 
entgegenge^en T^ifungstyps (p oder n) mit I 

(1 SC H Ct (5) dCS erSlen ^^ngstyps 

nl^Z ?' ^ ™ der ZWeiten °berflacfae (80) in- 
nerhalb des Inselgebiets (3) angeordnet ist, und 

«n« T 611 deS erSten H^leitergebiets (2) 

ausgebildetes laterales Kanalgebiet (22) 

^ , d ?f Te * ein 5 s ^trompfads vom'oder zum 
Kontaktgebiet (5) ist, 

d2) innerhalb dessen der Strom (I) durch 
wemgstens eine Verarmungszone (23 24) 
beeinflussbar ist, und J 
d3) dcsscn cincr latcralcr Rand (221) bis an 

o u ,u, dasKoDtakt g e biet(5)heranreicht. 

^n? albi t lterau J fbau na <* Anspruch 1, dadurch fie - 20 

EES? * M l d «. I «Wrf« (3) und das W 
Utktgebiet (5, rnittels mindestens eines im ersten hX 
leitergeMet (2) vorgesehenen KontaktlochT 70] , d£ 
sic ausgebend von der ersten Oberflache^) b^ m t 
destens zur zweiten Oberflache (80) ^treckt, und nnV 25 

Si^l? ^ (50) g6meinsam ^-ch^k. 
3. Halbleiteraufbau nach Anspruch 1 oder Ansorucb -> 

^ die 2weite ^ *> 

cne<*U) im Bereich des Komaktgebiets (5) neeeniilvr 
deman das latendeKanalgebiet^) *JZ£SZ£Z 
T » fn sei S<*iets (3) zuruckvcrselzt ist. 
4^ Halbleueraufbau nach einem der Anspriiche 1 bis 3 
dadurch gekennzeichnet, dass das laterale Kanjgeliet' 

ttache (20) zugewandten Seite durch eine erste Verar 
mungszone (24) und auf seiner dem 
gewandlen Se te durch ^ ^ v ^«2£ e 
(23) ernes zwtschen dem ersten HalbleitergebfeTS) 
und dem Inselgebiet (3) liegenden r^-ObeSanss be 
grenzt oder abgeschniirt ist. e. 6 an s s be- 

5. Halbleiteraufbau nach Anspruch 4, dadurch ee 
U nd n r? neU SiCh * e ^ Vferarmungsz^e (24 
OhJ? h °^ ,8ebiet (S) in einer sen ^hT zur erston 45 
Oberflache (20) vorgenommenen fiktiven ProjekS 

aber.a^n. nSame ^ M ^ ^ 

6. Halbleiteraufbau nach Anspruch 4 oder 5 dadurch 
gekennzeichnet, dass die erste VerarmunisW T^l 
d.e ernes Schottky-Kontakts is,, der insbesoSele ^ 
Sb^H 8 ^ 16 ^ 6 (40) und ein « » ^r -men 

Schottky-Kontakts und eine das Kontaktgebi« (i) und 

«, P? & W S emein *™ ohmsch ktntak jerende 
erste Elektrode (50) als gemeinsame Elektrode S 

8. Halbleiteraufbau nach Anspruch 4 oder 5 dadurch 
gekennzeichnet, dass die erste VerannungsWe (24) 
die ernes MIS-Kontakts ist, der insbesonder^telsTj 
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9. Halbleiteraufbau nach Anspruch 4 oder 5 dadurch 
gekennzachne, dass die erste Vferarmungszone M 
£ a I T is U der zwischen dem ers^n 

^^^^^ 

rgr ld eur ten H ^^ ie ts «j££2 

^nn^ b K CitCra i UfbaU nach An spruch 9, dadurch ee- 
kennze^chnet, dass das zweite Halbleitergebie^^a; 

u ? erfl l che (20) elektrisch isoi ^ 

kL^ i C I !f tfbaU nach Ans P^^ 9, dadurch ee- 

12. Halbleiteraufbau nach Anspruch 1], dadurch ec- 
kennzeichne^ dass die Steuerelektrode (40) des Ld- 
ten Halble.tergebiets (4) und die erste Elektrode^) 
des Kontaktgebiets (5) und des Inselgebiets (Tl ^ 
meinsame EJektrode ausgebildet sind 8 

13. Halbleiteraufbau nach eiriem der vorhereehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass auf e'ner der 
Sten H^"^ 1 20) ^""berUegenden Se" t 
»g"r£et ir^ 1 " 6 " (2) Cine ZWCite Elektrode (60) 

tfn^ b u eitera J ufbau nach A^pruch 13. dadurch ee- 
b^2) und H d3SS ZWiS t e " dem erae » HalbleSnft 

A 5 „,nr [ t b h ei ^ Ufb u U naCh der vorhergehender, 

Wd rHa!b da f 8ekenn « ich '>et, dass Siliciun,car- 
eid als Halbleitermatenal vorgesehen ist. 
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